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ダイヤモンドは高い絶縁破壊電界やキャリア移動度などの優れた物性を有することから、次世

代のパワーデバイス材料として注目されている。パワーデバイスのリーク電流解析は、電力変換

システムの安全性や損失の観点から重要である。ダイヤモンド pn接合において電流のリークパス

は、転位をはじめとした結晶欠陥だと考えられているが、これを実験的に検証した例はない。本

研究では、ダイヤモンド pn+接合におけるリーク電流の低減を目的として、Fig. 1aに示す擬似縦型

構造を作製し、電子線誘起電流(EBIC)法を用いたリーク電流の評価を行った。 

実験では EBICを用いて欠陥のマッピングを行った。EBICでは電気的に活性な欠陥の情報を得

ることができるため、リークパスの評価に有用である[1]。Fig. 1b, cにダイオードの同一箇所にお

ける SEM像および EBIC像を示す。なお、観察は加速電圧 25 kV、逆バイアス 7 Vの条件で行っ

た。EBIC像では逆バイアス印加時に EBIC信号が周囲に比べて著しく高いホットスポットが現れ

た。Fig. 2にホットスポット密度と逆バイアス 30 Vにおけるリーク電流密度との関係を示す。リ

ーク電流とホットスポットとの間には強い正の相関があり、これがリークパスに関係している可

能性が高い。しかしながら、EBICの結果のみではホットスポットがリークパスであるか否かを断

定することができないため、Conductive-AFM (C-AFM)などを用いてホットスポット付近の電流マ

ッピングを行う必要がある[2]。 

本研究は、CAO SIP, CREST JPMJCR1333, MEXT Q-LEAP, CAO PRISMの支援を受けております。 
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Fig. 1 (a) Schematic structure of fabricated pn+ 

diode. (b) SEM and (c) EBIC image. 
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Fig. 2 Correlation between leakage 

current and observed hot-spots. 
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